






















































































专利名称(译) 掺杂共轭聚合物和器件

公开(公告)号 US20110278559A1 公开(公告)日 2011-11-17

申请号 US13/104598 申请日 2011-05-10

[标]申请(专利权)人(译) 普雷克科技公司

申请(专利权)人(译) Plextronics公司，INC.

当前申请(专利权)人(译) NISSAN CHEMICAL INDUSTRIES，LTD.

[标]发明人 BROWN CHRISTOPHER T
BOWER MARK A
SESHADRI VENKATARAMANAN

发明人 BROWN, CHRISTOPHER T.
BOWER, MARK A.
SESHADRI, VENKATARAMANAN

IPC分类号 H01L51/54 H01L51/46 H01B1/20

CPC分类号 C08G61/126 H01L51/008 C08G2261/3223 C08G2261/512 C08G2261/792 C08G2261/91 C08G2261
/92 C08G2261/94 C08L65/00 C08L2205/02 C08G2261/1424 C08K5/55 C08L2666/22 Y02E10/549

优先权 61/333657 2010-05-11 US
61/446974 2011-02-25 US

其他公开文献 US8674047

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

包含至少一种空穴传输材料（例如共轭聚合物）和至少一种掺杂剂的组
合物，提供改善的热稳定性。组合物可以施加到基底上并用于HIL和HTL
层和有机电子器件，例如发光器件如OLED或OPV。共轭聚合物可以是
聚噻吩，包括3,4-取代的聚噻吩或区域规整的聚噻吩。掺杂剂可以是银
盐，例如四（五氟苯基）硼酸银。提供了制备掺杂剂的改进方法。
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